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摘要(译)

本发明旨在减少IPS液晶显示装置中的像素缺陷的数量。栅电极形成在
TFT基板上，而栅绝缘膜覆盖在栅电极上。在栅极绝缘膜上形成分成段
的像素电极。像素电极的区段通常通过源电极互连。在像素电极上覆盖
层间绝缘膜，在层间绝缘膜上形成包括狭缝的公共电极。在公共电极和
像素电极的一个区段通过导电异物导电地互连的情况下，允许像素电极
的其他区段通过将像素电极的传导区段与源电极断开来操作。因此，防
止一个像素陷入全像素缺陷。
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